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論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 
本論文は，2 次元ハニカム物質形成のためのテンプレートとして，ハニカム表面構造を有する

Si2N3/SiC(0001)を提案し，計算および実験からその有用性を示したものである．特に汎用の半導体

基板である SiC 上に 2 次元ハニカム物質が形成可能であることを示したことは次世代デバイス応用

上有益な結果であると考えられ，応用物理学上寄与するところが大きい．よって本論文は博士（工

学）の学位論文に値すると認める． 
 
 
 
 
 
 
 
 


